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Intégration des systemes électroniques dans la gestion
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Présentation du GREMAN UMR-CNRS 7347

Efficacité énergétique : exemple d’'une chaine photovoltaique

— Contexte et problématique
— Exemple de contribution : développement d’'une nouvelle structure

d’onduleur multiniveau



Prés tion du GREI f i

GREMAN = Groupe de Recherche Matériaux, Microélectronique, Acoustique,
Nanotechnologies

e Unité Mixte de Recherche (créée le ler janvier 2012) du CNRS sous tutelle de
I’"Université Francois Rabelais de Tours

e Environ 130 personnes

« 48 Enseignants-Chercheurs et Chercheurs (dont des chercheurs associés)
« 16 agents techniques et administratifs
» 36 doctorants et 10 post-doctorants

« 20 stagiaires (de BAC+2 a BAC+5)

¢ Visibilité internationale

90 publications / an (une cinquantaine dans des revues internationales a comités de lecture)

o 1a2brevets déposés/ an
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* Focus sur le 3¢me gxe de recherche du laboratoire

e Nanotechnologies, micro/nano systémes, composants et
intégration

=» Principales applications :

* Conversion et stockage de I'énergie électrique (de quelques
nW a quelques dizaines de kW)

* Industrie électronique et électronique nomade
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e Ex :installation PV raccordée au réseau électrique
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Efficacité énergétigue d’une chaine PV (y/s)
ple de contribution

® Projet FUI SESAME-CARENE (2009 - 2011)
® Consortium ex-LMP (aujourd’hui, GREMAN UMR-CNRS 7347) / AINELEC
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o Bonne qualité deswsignaun sortle
Gestlo de
o Limitation des courants de mode commuegdEM du cOHVE, (tisseur)
o Rendement le plus élevé possible  eepeloc CAPTHOM

o Bonne robustesse du convertisseur
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~__Exemple de contribution |

®* Nouvelle topologie d’onduleur a 5 niveaux :
PRINCIPAUX ELEMENTS
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ZzbjgpaeitéAﬁewitchras d’onduldmas d’onduleur
ecouphRget neutre en pont NPC 3 niveaux
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Circuits R-C-D
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Démodulation
de signaux

4 signaux

Mise en forme Temps morts
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Mesures expérimentales :

*E=300V (2 x 150V sources DC)
*V, =220V RMS
*|.=2 ARMS

* Charge résistive

* Rendement : 90%
(Wattmetres MetraHit 29S)

* THD tension de sortie : 26%
(Traitement LTspice)

Bootstrap .
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Tension et courant de sortie (mesures)
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: Mesures vs. Simulations
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